
 



                                                                                













 



                                                                                        



Ergänzung vom federführenden Autor:  

In den folgenden rasterelektronenmikroskopischen Fotos sind Defekte im anodischen Ta-Oxid 

zu erkennen, die bei der Formierung am und im Ta-Sinterkörper bzw. am darin eingebetteten 

Ta-Draht entstehen. Sie werden durch lokal kristallisierte Ta2O5-Spots (Nachweis per 

Elektronenbeugung im streifenden Strahlengang!) in dieser charakteristischen Weise markiert, 

was auf zu hohe lokale Formierstromdichten mit nachfolgender thermischer Kristallisation der 

amorphen Ta-Oxid-Matrix hinweist. In der Regel sind diese Mechanismen auf den 

Abschirmeffekt bzw. die daran gekoppelten Spannungsspitzen im Mikrobereich der 

Formierfront zurückzuführen. Auch Kristallfehler, Korngrenzen, Verunreinigungen und/oder die 

Rauigkeit sowie Ziehriefen der Ta-Oberfläche können beteiligt sein. Es ist klar, dass dies letztlich 

die Spannungsfestigkeit und das gesamte Langzeitverhalten der Kondensatoren bestimmt. 

Deshalb sei an dieser Stelle angedeutet, dass im technologischen Prozess die sogenannte 

schrittweise Zwischenformierung (unter Beteiligung der Mn-Oxid-Beschichtung) deshalb 

zwingend notwendig ist. 

Auf jeden Fall ist das oben theoretisch behandelte Abschirmphänomen von großer 

technologischer Relevanz. 

Hinweis: Pardon, die Fuseln in den Fotos sind auf unsachgemäße Digitalisierung von alten verunreinigten Dia-Vorlagen 

zurückzuführen. 

 



        



 

 



               



 


